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Exposé des faits et conclusions 

I. 	Les Intimés sont titulaires du brevet europeen n°0 045 678 

(numéro de dépôt : n 81 401 160.7) dont les revendications 

indépendantes s'énoncent comme suit 

11 1. Source lumineuse laser du type a double hétérostructure 
et a jonction en ruban, comprenant un substrat (10) sur 
lequel sont déposées successivement, une couche inférieure 

de confinement (12) en un premier matériau semiconducteur 

de type n, une couche active (14) en un second matériau 

semiconducteur, une couche supérieure de confinement (16) 

en InP de type p faiblement dope, une couche de contact 

(18) en un quatriéme matériau semiconducteur de type p for - 
tement dope, une couche métallique alliée (20), cette 

couche de contact (18) et la couche métallique alliée (20) 
ayant une forine de mesa, une couche métallique (22, 24) 

recouvrant le mesa et la couche supérieure de confinement, 

cette couche métallique (22, 24) formant Un contact ohmique 

avec le materiau semiconducteur et la couche métallique 

alliee (20) formant le mesa et un contact SCHOTTKY avec la 

couhe supérieure de confinement (16), dans les deux zones 
latérales encadrant le contact ohinique." 

118. Procédé de réalisation d'une source luinineuse selon la 

revendication 7, dans lequel on realise la double hétéro-

structure par dépôts successifs de couches semiconductrices 

par épitaxie en phase liquide sur un substrat monocristal-

un, caractérisé en ce qu'on donne a la couche de contact 
une forine de mesa par décapage chimique sélectif des par -

ties latérales de cette couche, puis en ce qu'on procéde au 

dépôt d'un contact métallique allié sur la partie supe-

rieure du mesa et en ce qu'on recouvre enf in l'ensemble 

d'une couche métallique." 
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Les revendications restantes 2 a 7 et 9 sont des revendi-
cations dCpendantes. En particulier, la revendication 7 a 
laquelie ii est fait rCfCrence dans la revendication 8 

s'dnonce 

"7. Source lumineuse scion l'une queiconqus des revendica-

tions 1 a 6, caractCrisCe par is fait qus is dopage de la 
couche supErieure de confinement en InP est de l'ordre de 
1016 	-3 • 's 

La Requerante a fait opposition a cc brevet et en a demandé 
la revocation complete, au motif que son objet n'impliquait 

pas d'activitC inventive au vu notamment du contenu du do-

cument DE-A-2 856 507 (DO). 

La Division d'opposition a rejeto cette opposition, consi-

dCrant en particulier que le document DO suggCrait princi-

palement un confinement lateral de l'injection des porteurs 

de charge par difference de rCsistance, et non pas l'utili-

sation scion l'invention d'un contact Schottky polarisC en 

inverse. 

La RequCrants a formE un recours contre cette decision. 

A i'issue d'une procedure oraie qui s'est tenue le 

23 juin 1988, ia Requerante a requis l'annulation de la 

decision contestee et la revocation du brevet. 

Pour leur part, les IntimCs ont requis, a titre principal, 
le rejet du recours et le maintien du brevet. A titre sub-

sidiaire, us ont requis le maintien du brevet sous une 
forme modifiée basée sur une nouvelie revendication 1 

prCsentCe au cours de la procedure orale et les revendica- 

02527 	 .../... 



- 3 - 	 T 133/87 

tions 3 a 9 du brevet tel que délivré après adaptation de 
leur numérotation et de leur rattachement aux revendica-
tions precédentes. La revendication 1 du jeu derevendica-
tion selon cette requête auxiliaire s'énonce comme suit : 

11 1. Source lumineuse du type a double hétérostructure et a 
jonction en ruban, comprenant Un substrat (10) sur lequel 
sont déposées successivement une couche inférieure de con-
finement (12) en un premier matériau semi-conducteur dé 
type n, une couche active (14) en un second matériau semi-
conducteur, une couche supérieure de confinement (16) en un 
troisième matériau semi-conducteur, une couche de contact 
(18) en un quatrieme matériau semi-conducteur de type p 
fortement dope ayant une forme de mesa, une couche metal-
lique (22, 24) recouvrant le mesa et la couché supérieure 
de confinement, cette couche métallique (22, 24) formnant un 
contact ohmique avec le quatrième matériau semi-conducteur 
du mesa, cette source lumineuse étant caractérisée par le 
fait que la couche supérieure de confinement (16) est en 
InP de type p faiblemnent dope et forme un contact Schottky 
avec la couche métallique (22, 24) qui la recouvre, dans 
les deux zone latérales encadrant le contact ohmique et par 
le fait qu'elle comprend en outre, entre le quatrième semi-
conducteur et 1a couche métallique (22, 24) une couche me-
tallique alliée (20) en Au-Zn." 

VI. A l'appui de sa requête en revocation du brevet et outre le 
document DO déjà cite lors de la procedure d'opposition, la 
Requérante a principalemnent invoque le contenu des docu-
ments suivants 

- JP-A-50-71 281 (Dl), ainsi que sa traduction en anglais 
fournie par les Intimés (Dl') 
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- "GaInAsP/InP planar stripe lasers prepared by using 
sputtered S102 film as a Zn-diffusion mask", K.Oe et al., 
Journal of Applied Physics, Volume 51, n'l, janvier 1980, 

pages 43 a 49 (D2) ; 

- "(InGa)(AsP)/InP embedded mesa stripe lasers", F.C. 

Prince et al., Applied Physics Letters, Volume 35, n8, 
15 octobre 1979, pages 577 a 579 (D3) ; et 

- "New and unified model for Schottky barrier and 111-V 

insulator interface states formation", W.E. Spicer et 
al., Journal of Vacuum Science Technology, 16(5), 

septembre/octobre 1979, pages 1422 a 1433 (D4). 

A].ors que lea documents D2 et D4 sont citEs dans l'intro-

duction de la description du brevet attaquE, les documents 

Dl et D3 ont EtC invoquEs pour la premiere fois dans le 
mCmoire de recours. 

Selon la RequErante, l'objet de la revendicatiori 1 se dis-

tingue de la source laser divulguCe par le document Dl par 
l'utilisation d'une couche supCrieure de confinement en In? 

et d'une couche mEtallique alliCe au niveau du mEsa, entre 

la couche de contact en matEriau semi-conducteur de type p 
fortement dope et la couche mEtallique recouvrant tout le 

dispositif. 

En cc qui concerne la sElection de In? comma matEriau de la 

couche de confinement, si le document Dl a trait en effet a 
une source laser du type GaAs/GaAlAs, qui Etait ].e type le 
plus important a la date de redaction de cc document (1973), 
et dEcrit donc une couche de confinement en GaA1As, un deu-
xiCme type de sources lasers a hEtErojonctions GaInAsP/InP, 
utjlisant des couches de confinement en InP, était connu a 
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la date de l'invention (1980), ainsi que le montrent les 

documents D2 et D3. Ii était par consequent evident a cette 
date d'adapter l'enseignement du document Dl a ce type de 
sources lasers égaiement et d'aboutir ainsi a la réalisa-
tion d'une source laser présentant des contacts Schottky 

entre la couche métallique de revêtement et une couche su-

perieure de confinement en InP dans les deux zones late-

rales encadrant le contact ohmique, et cela d'autant plus 

que le compose InP était déjà connu en soi pour former des 

contacts Schottky avec un metal, de façon similaire au com-

posé GaAs, ainsi que le déinontre le document D4. 

Par ailleurs, en ce gui concerne l'utilisation d'une couche 

métallique alliée pour réaliser un contact ohmique au ni-

veau de la jonction en ruban, la Requérante fait remarquer 

que cette disposition est indépendante de la mise en deuvre 

de contacts Schottky. De plus, l'utilisation d'un dépôt de 

metal allié sur un matériau semiconducteur fortement dope 
est un moyen connu pour réaliser un contact ohmique, qui 
est equivalent a la réalisation d'une couche de contact 
fortement dopée par diffusion de Zn telle que décrite dans 

le document Dl. Le document D3 décrit d'ailleurs la réali-

sation de contacts ohmiques sur des matériaux semiconduc-

teurs dopes p par evaporation d'un alliage Au/Zn. tine telle 

evaporation, gui est utilisée aussi pour la fabrication: du 

dispositif décrit dans le brevet attaque, conduit également 
a une diffusion de Zn dans le semiconducteur. 

VII. Ces arguments sont contestés par les Intimés. 

Il font valoir notaitunent qu'en dépit de l'utilisation d'une 

terminologie similaire pour décrire le contact metal de re-

couvrement/semjconducteur faiblement dope de la couche su-

périeure de confinement dans le document Dl ou plutôt sa 

L 
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traduction en anglais D'l (barrier "Schottky") et le brevet 
attaqué (diode ou contact Schottky) l'invention met en 
oeuvre tin ef let technique difför.nt pour réaliser le con-
finement lateral de l'injection des porteurs de charge. 

Ainsi, le confinement de l'injection des porteurs de charge 
dans le dispositif du document Dl est fondC stir le fran-
chissement des porteurs de charge par effet tunnel d'une 
barrière dont la largeur depend du niveau de dopage du 
semiconducteur. Ii ne se produit donc pas de veritable blo-
cage des porteurs de charge ; 1e niveau de dopage determine 
simplement si le contact ohmique formC entre le metal et le 
semiconducteur est plus ou moms bon et la difference entre 

le dopage du matCriau semiconducteur formant la mesa et 
celui de la couche supCrieure de confinement de part et 
d'autre dL4 mesa conduit a une difference de résistance de 
contact. Au contraire, du fait de l'utilisation selon i'm-
vention d'une couche superieure de confinement en InP fai-
blement dope gui conduit a tine barrière Schottky épaisse 
et ClevCe, le passage de cette barriCre polarisee en 
inverse par les porteurs de charges ne peut s'effectuer que 
par diffusion par-dessus la barrière, cc gui conduit a 
l'effet de blocaae très efficace caracteristique d'une 
veritable diode Schottky. De cette façon, le confinement 

des porteurs de charge dans la zone de la jonction en ruban 
eat amClioro de façon remarquable par rapport aux disposi-
tifs de l'Ctat de la technique, cc gui permet de diminuer 
de moitiE 1e courant de seuil de l.a source laser et, par 
consequent, d'obtenir un mode d'oscillation particuliere-
ment pur. 

Selon tin autre argument des IntimCs, l'invention résiderait 
en un renversement de la philosophic suivie prCcédenunent 
pour la réalisation de sources lasers a jonctions en ruban, 
gui consistait a concevoir en priorite tine structure per- 
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mettant un passage optimal des porteurs de charge au 

centre, au niveau de la jonction, en mettant a profit l'ap-
titude connue des composes GaA1As a former de bons contacts 
ohiniques, puis a tenter de freiner le passage de ces por-
teurs sur les bords latéraux, par exemple en mettant en 

oeuvre un effet tunnel ou en utilisant un effet de blocage 

resultant de la presence d'une couche intermédiaire d'alu-

mine. L'invention consiste au contraire a optimiser tout 
d'abord le blocage des porteurs de charge par l'utilisation 

du compose InP repute pour former une barrière haute au 

contact d'un metal puis a mettre en oeuvre au niveau du 
ruban une cascade de solutions astucieuses pour y assurer 

l'injection des porteurs grace a la succession d'une coiche 
d'un matériau semiconducteur different, d'un contact allié 

au Zn gui diffuse dans le semiconducteur, puis du contact 

métallique proprement dit. 

Il convient de constater par ailleurs que les fabricants 

des sources lasers du type GaInAsP/InP apparues depuis 1978 

resolvaient tous le probleme du confinement lateral de 

l'injection des porteurs soit par i'utilisation sur les 

bords du ruban de jonctions np polarisees en inverse, soit 

par un bombardement protonique des parties latérales, mais 

n'étaient eux-mêmes pas parvenus a la solution revendiquée 
alors qu'il existait un besoin longtemps ressenti d'amélio-

rer les dispositifs existants, comme en témoignent l'ain-

pleur des recherches effectuées ainsi que le nombre et le 

dynamisme des societes gui les ont conduites. 

En ce gui concerne l'application de l'enseignement du do-

cument Dl a une source laser du type GaInAsP/InP, les 
Intimés soutiennent qu'elle ne saurait avoir éte évidente 

puisque, notamment, l'état de la technique n'enseigne pas 

la mise a profit siinultanée des propriétes de formation 
d'une barrière Schottky haute et de conduction électrique 

I 
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du matCriau InP. De plus, InP Ctait connu pour ne pas 

former de bons contacts ohiniques et ne pas pouvoir Ctre 

dopá au-delà d'une concentration de 5.1018  cir 3 , alors que 
la structure du document Dl requiert un dopage bien supC-

rieur (10 20cm 3  ou plus). Pour l'homme du métier, il était 

donc clair que la solution divulguCe dans le document Dl 

exploitait les caractEristiques particulièrement avanta-

geuses et spCcifiques du compose GaA1A5 pour la formation 

d'un bon contact ohmique au niveau du ruban et ii n'aurait 

donc pas envisage qu'une telle structure puisse Cgalement 

étre uti].isable en liaison avec une source laser du type 

GaInAsP/InP. 

Enf in, l'homme du métier n'aurait eu aucune raison de modi-

fier la structure du document D2 en supprimant la couche de 

contact GaInAsP de type n de part et d'autre du ruban pour 

crCer une jonction mEtal/semiconducteur, puisque d'une part 

ii savait trés bien que la théorie des contacts metal/semi-

conducteur est imprévisible comme le montre par exemple 

l'article "A review of the theory and technology for ohmic 

contacts to group 111-V compound semiconductors", 

V. Rideout, Solid State Electronics, Volume 18, 1975, 

pages 541 a 550, (document D5) et que d'autre part une 
tells jonction existait déjà dana cette structure entre 

cette couch* de contact en GaInAsP et la couche de recou-

vreaent en CrAu. 

A titre d'indice suppléinentaire de la presence d'une 

activitC inventive dans l'objet du brevet attaqué, les 

Intimés relèvent que l'enseignement du document Dl ne 

pouvait paraltre prometteur a l'homine du métier, puisque 
cette demande de brevet japonais n'a pas ete etendue a 
l'etranger et que son propre auteur, N. Chinone, dans un 

article ultérieur intitulé "Limitations of power outputs 

from continuously operating GaAs-Gai...  AixAs double-hete- 

02527 	 . 



- 9 - 	T 133/87 

rostructure lasers", Journal of Applied Physics, Volume 7, 
n° 2, février 1976 (document D6), non seu].ement n'y a fajt 
aucune allusion, mais s'est rCférC au contraire a une 
structure différente utilisant un blocage des porteurs par 

une couche d'oxyde Si02 gui, elle, a fait l'objet de la 

demande de brevet allemand DE-A-2 701 02 ultérieure au 
document Dl. 

A l'inverse, l'invention objet du brevet attaqué a connu 

iminédiatement un accueil très positif auprès des spécia-

listes puisqu'apres la publication de la demande de brevet 

de nombreux fabricants, y compris la Requérante, ont réa-

use des sources lasers de ce type. 

De la reconnaissance génerale des mérites de l'invention 

témoignent également le fait que la société CIT-Alcatel ait 

acquis une licence du brevet attaqué, ainsi que l'article 
11 1,3pm' Surface-Emitting (In, Ga) (A5P)/InP LED for 

Transmission Rates up to 200 Mbit/s" (Siemens Forsch-u. 

Entwickl. - Ber., Volume 14, 1985, n°6, Springer Verlag) 

publié par des collaborateurs de la Requérante au sujet 

d'une structure similaire mettant en oeuvre les méxnes 

moyens de confinement des porteurs. 

Par ailleurs, considérant que la Requérante avait abuse de 

la procedure en introduisant trop tardivement le document 
Dl dans la procedure de recours, alors ciu'elle  en avait 

connaissance lors de la procedure d'opposition déjà, puis-

qu'il est établi qu'elle l'avait, a cette époque, invoqué 
elle-même dans le cadre de la procedure d'examen de la 

demande de brevet alleinand dont la publicationconstitue le 

document Do, les Intimés ont demandé a la Chainbre d'envisa-
ger le renvoi de l'affaire a la Division d'opposition de 
facon qu'ils ne soient pas prives d'un examen par deux ins-

tances de la pertinence de ce document gui constitue l'état 

de la technique le plus proche. 
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Motifs do la decision 

Le recours est recevable. 

PrCalablement a l'examen des requCtes prCsentees par les 
parties et a la demando des IntimEs, la Chambre a examine 
l'opportunite de renvoyer l'affaire a la Division d'oppo-
sition pour permettre a cette derniCro do so prononcer en 
premiere instance sur l.a pertinence du document Dl nouvel-

lement introduit dans l.a procedure de recours. 

L'Article 111 de l.a CBE n'etablit aucun droit absolu des 
parties a l'examen par deux instances successives de toute 
question soulevée lors de l.a procdduro de recours mais 
laisse au contraire a la discrCtion do l.a Chambre de re-
cours de decider d'un renvoi do l'affaire a la premiere 
instance au vu des faits et des circonstances particulières 
de l'espece. 

Dans le cas present, le document Dl a eté citC par la Re-

querante des le debut de l.a procedure de recours et ample-
ment discutC par les parties au cours do la procedure orale 

de sorte quo les IntimCs ont eu toute latitude de prendre 

position sur sa pertinence, ainsi que l'exige 1'Article 

113(1) de la CBE. Dc plus, l'introduction de cc document ne 

crCo pas une situation veritablement nouvel].e, puisqu'il 

divulgue un dispositif quasiment identique par sa structure 
a celui decrit dans le document DO invoquC lors de la pro-
cédure d'opposition et qu'il no diffère de cc dernier docu-
ment essentiellement que par le fait qu'il designe les con-

tacts métal/semjconducteur realisant le confinement lateral 

de l'injection des porteurs do charge par l'expression 

"barrière Schottky", alors que le document DO n'en décri-

vait que les effets sur le passage des porteurs de charge. 

02527 	 .../... 



	

- 11 - 	 T 133/87 

Dans ces conditions, la Chambre considère qu'un renvoi de 

l'af faire a la Division d'opposition ne serait pas appro-
prie et qu'il convient par consequent qu'elle decide elle-

même de l'admissibilité des requêtes des parties. 

3. 	Requéte principale des Intimés. 

3.1 Revendication indépendante 1 selon la requête principale. 

3.1.1 Nouveauté. 

3.1.1.1 Le document Dl décrit une source lumineuse laser du type 

a double hétérostructure et a jonction en ruban, compre-
nant un substrat (6) sur lequel sont déposées successive-

ment, une couche inférieure de confinement ( 5) en unpre-
mier matériau semiconducteur de type n, une couche active 

(4) en un second matériau semiconducteur, une couche su-

périeure de confinement (3) en un matériau semiconducteur 

de type p faiblement dope, une couche de contact (8,9) en 
un quatrièine matériau semiconducteur de type p fortement 

dope (en surface), cette couche de contact ayant une 

forme de mesa (7), une couche métallique (1) recouvrant 

le mesa et la couche supérieure de confinement, cette 

couche métallique (1) formant un contact ohmique avec le 

matériau semiconducteur et la couche formant le mesa et 
un contact Schottky avec la couche supérieure de confine-

ment 3, dans les deux zones encadrant le contact ohinique 
(D'l, figure 4 et description, page 4, ligne 12 a page 
5, ligne 9, en liaison avec le deuxième paragraphe de la 
page 2). 

Dans cette source laser, la couche active est réalisée en 

GaAs et les couches de confinement en GaA1As, tandis que 

la couche de contact est réalisée en formant une couche 

de surface 8 forteinent dopée par diffusion de Zn dans une 
couche 9 de matériau seiniconducteur de type p. 

02527 	 . . ./... 

10 



- 12 - 	 T 133/87 

L'objet de la revendication 1 se distingue ainsi de la 
source laser divulguée dane 1. document Dl par les carac-
teristiques suivantes 

la couche supérieure de confinement est en InP ; et 

la couche de contact en un matEriau semiconducteur du 

type p est fortement dopée cur toute son épaisseur et 
recouverte d'une couche métallique alliée. 

3.1.1.2 Le document DO dEcrit une source lumineuse laser dont la 

structure est pratiquement identique a celle du document 
Dl et ne s'en distingue que par le fait que la couche de 
contact 16 est, de méme que dane l'objet de la revendica-
tion 1, réalisée en un matériau semiconducteur du type p 
fortement dope sur toute son Cpaisseur, au lieu de ne 
l'étre qu'en surface (figure 2 et description page 5, 
ligne 13 a 17). Contrairement au document Dl et a la 
revendication 1, cc document no qualifie pas la jonction 
entre la couche métallique de recouvrement et la couche 

supCrieure de confinement de contact ou de barrière 

"Schottky", mais indique qu'il s'agit d'une jonction 

"fortement ohmique et/ou bloquante" (revendication 1 du 
document Dl), le confinement des porteurs de charge 
resultant d'un "effet de blocage particulier spécifique 
aux matCriaux semiconducteurs" (document Dl : description 
page 3, lignes 9 a 14). 

3.1.1.3 Le document D2 divulgue une source lumineuse laser du 
type a double hétérostructure et & jonction en ruban, 
comprenant un substrat sur lequel sont déposées successi-
vement, une couche inférieure de confinement en un pre-

mier matdriau semiconducteur de type n(n-InP), une couche 

active en un second inatériau semiconducteur (GaInAsP), 

une couche supérieure de confinement en InP de type p 
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faiblement dope, une couche de contact en un quatrième 

matériau semiconducteur de type p fortement dope (region 

p formée par diffusion selective de Zn dans une couche 
GaInAsP dopée n) et une couche métallique 

(Au-Cr) de recouvrement (figures 1 et 2, pages 43 et 44 

"Diode fabrication"). 

Cette source laser se distingue de l'objet de la revendi-

cation 1 en ce qu'elle ne comporte ni couche métallique 

alliée entre la couche de contact fortement dopée p et la 

couche métallique, ni structure en mesa au niveau du ru-

ban et en ce que le confinement des porteurs de charge 

résulte de la presence de jonctions np polarisees en in-

verse de part et d'autre du ruban et non de contacts 

Schottky. 

3.1.1.4 Les autres documents invoqués au cours de la procedure de 

recours ou cites lors des procedures d'examen et d'oppo-

sition ne sont pas plus pertinents a l'encontre de la 
nouveauté de l'objet de la revendication 1. 

3.1.1.5 Pour ces raisons, l'objet de la revendication 1 est nou-

veau au sens de 1'Article 54 de la CBE. 	1 1  

3.1.2 Activité inventive. 

3.1.2.1 Etant donné que le document Dl fait expressément refe-

rence a la presence d'une barrière Schottky a l'interface 
entre la couche métallique de recouvrement et la couche 

supérieure de confinement de part et d'autre du mesa, la 

Chambre considère que ce document constitue l'état de la 

technique le plus proche. Ce point de vue a ete partagé 

également par les deux parties lors de la procedure 

orale. 
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3.1.2.2 La revendicatiOn 1 du brevet attaqué no prEcise pas la 

nature du matEriau semiconducteur constituant les couches 
de la source laser autres quo la couchs superieure de 
confinement. Par consEquent, at ainsi quo le confirme 
l'examen du seul mode de rEalisation dEcrit dans le bre-
vet, die couvre notamment une source laser darts laquelle 
toutes les couches sont rEalisEes dans un matdriau diffE-

rent de celui des couches correspondantes de la source 
divulguEe darts le document Dl, gui est du type GaAs/-
GaA1As, cc gui conduit nEcessairement a des caractEris-
tiques de fonctionnement, an particulier la longueur 
d'onde d'Emission, diffErentes. 

C'est pourquoi, par rapport a l'Etat de la technique le 
plus proche décrit dans le document Dl, le problème tech-

nique partiel auquel la caractEristique distinctive a) 

dEfinie au paragraphe 3.1.1.1 ci-dessus apporte une solu-

tion peut objectivement s'Enoncer comma consistant a réa-
user une source laser a double hEtErostructure coinpor-
tar*t les moyens de confinement de l'injection des por-
teurs de charge tels que connus des documents Dl, mais 

prEsentant une longueur d'onde d'Emission diffErente. 

En cc gui concerne le probléme technique partiel a la 
base de la caractEristique distinctive b) dEfinie au 

paragraph. 3.1.1.1 ci-dessus, at an i'absence d'arguments 

de la part des IntimEs susceptibles d'Etablir que la misc 

an oeuvre d'une couche mEtallique alliEe dEposée sur une 

couche de contact fortement dopoe donne lieu a un effet 
technique diffErent de celui rEsultant de l'utilisation 

d'une couche de diffusion fortement dopée telle que di-

vulguEe dans le document Dl, ii se rEduit a proposer un 
moyen alternatif pour rEaliser un bon contact ohmique 

entre la couche inetallique de recouvrement at la couche 

superieure de confinement au niveau du mesa. 

02527 	 . 
. 



- 15 - 	T 133/87 

3.1.2.3 La formulation du probleme technique a la base de i'm-
vention ne fournit par eile-même aucune contribution po-

sitive pour l'appréciation de l'activité inventive impli-

quée par cette dernière. 

En particulier, alors que les sources lasers du type 

Ga.As/GaAiAs telles que celle décrite dans le document Dl 

émettent a des longueurs d'ondes inférieurs a 1 Am, i'm-
térêt de réaliser des sources présentant une longueur 

d'onde d'émission supérieure, notanunent pour la transmis-

sion d'informations par fibres optiques, avait déjà été 

claireinent reconnu, comme le montre par exemple le pre- 

mier paragraphe de l'introduction du document D2. 

C'est pourquoi le fait d'envisager de modifier les carac-

teristiques d'éinission de la source laser connue du 

document Di tout en conservant les moyens de confinement 

de l'injection des porteurs de charge (premier probleme 

technique partiel) ne peut être considéré comme relevant 

d'une activité inventive par lui-méme. 

Il est egalement usuel dans le domaine technique de la 

fabrication des dispositifs semiconducteurs de choisir 

une technique de réalisation d'un contact ohmique parmi 

une série de techniques disponibles (cf. par exentple D5, 

page 546, paragraphe "Ohmic contacts to 111-V compound 

semiconductors, Highly doped surface layers"). 

3.1.2.4 Partant de la source laser decrite dans le document Dl et 
place devant le probleme technique partiel relatif a la 
modification de la longueur d'onde d'émission de cette 

source connue, l'honune du métier retire du document D2 

l'enseignement que la combinaison de matériaux GaInAsP/- 

S 
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InP permet procisoment de réaliser des sources laser a 
double hétérostructure présentant une longu.ur d'onde 
d'émission avantageuse (page 43, 1cr paragraphe de i'm-
troduction). Ii est ainsi conduit a essayer cette der-
nière coabinaison de matEriaux et par consequent a rem-
placer les matCriaux de la couche active et des couches 

de confinement de la source connue du document Dl par 
ceux des couches correspondantes do la source du document 

D2 en vue d'obtenir les caracteristiques do fonctionne-
ment spCcifiques de la combinaison do matCriaux GaIriAsP/-
InP. La source laser ainsi modif iCe prCsente alors néces-

sairement une couche supCrieure do confinement en InP, 
c'est-à-dire la caracteristique distinctive a) do l'objet 
de la revendication 1 dCfinie au paragraphe 3.1.1.1 ci-
dessus. 

En cc qui concerne la caractCristique b) relative a la 
rCalisation d'un contact ohmique entre la couche metal-
lique de recouvrement et la couche supCrieure de conf i-
nement au niveau du ruban au moyen d'une couche de maté-

riau semiconducteur fortement dope recouverte elle-même 
d'une couche mCtallique alliée, ii est connu de l'homme 
du métier qu'un contact ohaique entre un metal et un 
semi-conducteur peut être obtenu en formant au niveau du 

semiconducteur une zone fortement dopCe : 

- soit par diffusion directe d'un Clement de dopage (Dl, 

page 4, lignes 16 a 20 et D2, page 44, colonne de gauche, 
lignes 17 a 19 : diffusion de Zn dans une couche semicon-
ductrice intermCdia ire) 

- soit par croissance épitaxiale d'une couche interinédiaire 

fortement dopCe (DO, figure 2, couche 16 et description 

page 5, lignes 13 a 17) 
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- soit par evaporation sur la couche semiconductrice d'un 

alliage contenant un élêment de dopage (D3, page 578, 
colonne de gauche, ligne 19 & 21, evaporation d'un al-

liage Au-Zn sur un semiconducteur InP dope p). 

Ces différentes techniques sont dgalement énumérées dans le 

document D5 (page 546, colonne de gauche, dernier para-

graphe a colonne de droite, 26me paragraphe). Par consé- 

quent, la substitution de la technique de dopage de la 

couche de contact par diffusion mise en oeuvre pour réa-

user le contact central de la source laser du document Dl 

par une technique associant le dépôt d'un alliage et l'uti-

lisation d'une couche épitaxiale fortement dopée intermé-

diaire constitue un choix parmi les différentes variantes 

disponibles gui ne peut être considéré comme allant au-delà 

des mesures norinalement envisagees par l'homme du métier. 

Le choix d'une technique de contact particulière au niveau 

du ruban étant par ailleurs sans effet sur la formation de 

contacts Schottky de part et d'autre du mesa, ii ne résulte 

pas davantage de la combinaison des caractéristiques dis-

tinctives a) et b) susmentionnées, gui sont individuelle-

ment évidentes, d'effet de synergie susceptible de suppor-

ter l'admission de.l'implication par cette coinbinaison de 

l'activité inventive requise au titre de 1'Article 56 de la 

CBE. 

3.1.2.5 La Chambre a soigneusement considéré les arguments pré-

sentés par les Intimés en faveur de la brevetabilité de 

l'objet de la revendication 1, mais ces arguments n'ont 

pas Pu la convaincre de modifier son point de vue. 
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En ce gui concerne en particu].ier les differences de na-

ture alleguCes par lea IntimCs entre lea effets tech-

niques produits d'une part par lea "barrières" Schottky 

divulguees dans le document Dl et lea "contacts" ou 
"diodes" Schottky selon l'invention, ii convient de noter 
quo ni la revendication 1 du brevet attaquC, ni la des-
cription, ni lea arguments prEsentCs en cours de proce-
dure ne font Ctat do la nCcessitC do prendre de quel-
conques mesures particu]ieres pour que le contact formé 
entre la couche métallique de recouvrement et la couche 
superieure de confinement en InP faiblement dope consti-

tue effectivement un contact Schottky susceptible de con-
finer l'injection des porteurs de charge plus efficace-
ment quo le contact formé dana la source laser du docu-
ment Dl. L'effet de blocage particulier que les IntimCs 

estiment realise par l'invention et défini par l'expres-
sion "contact Schottky" dana la revendication 1 résulte 
par consequent de facon immediate du seul choix de InP 

comae matCriau pour la couche supérieure de confinement 

faiblement dopee, et ne constitue pas tine caractéristique 

suoolCmentaire de la source laser revendiquee. 

Etant donnE que le choix do InP est lui-même evident pour 

lea raisons indiquées ci-dessus en liaison avec l'examen 

do la caractCristique distinctive a), la simple constata-
tion qu'il conduit a un effet technique different, parti-
culièreaent avantageux ou méme surprenant ne le rend pas 

inventif - cf. en particulier, la decision T 21/81 ("Con-

tacteur Clectromagnetique", JO OEB, 1983, 15, notamment 

point 6 des motifs"). C'est egalement la raison pour 

laquelle la qualité de l'accueil reserve par les specia-

hates & l'objet de l'invention du fait des avantages 

qu'il prCsente est sans effet sur l'appréciation du 

caractère evident du choix de InP comae matériau de la 

couche supérieure de confinement. 
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Les Intimés ont par ailleurs tenté d'établir l'existence 
d'un préjuge technique a l'encontre de l'utilisation de 
InP comme matériau de la couche supérieure de confinement 
d'une source laser du type décrit dans le document Dl, du 
fait notamment de son inaptitude connue a étre fortement 
dope et a réaliser de bons contacts ohmiques avec un me-
tal. Or, la structure de la source laser du document Dl 
ne nécessite elle-même ni Un fort dopage de la couche 
supérieure de confinement en GaAlAs, ni un contact 
ohmique direct de celle-ci avec la couche métallique de 
recouvrement, de sorte que les désavantages mentionnés du 
matériau InP ne constituaient aucun obstacle prévisibie a 
sa substitution du matériau GaA1As de la source connue. 

Les Intixnés n'ont pas non plus établi de façon convain-
cante qu'en raison du caractére imprévisible du coinpor-
tement des contacts métal/semiconducteur, l'homme du 
métier ne pouvait s'attendre a ce que la mise en oeuvre 
de InP comme matériau de la couche supérieure deconfi-
nement permette de preserver l'effet de confinement de 
l'injection des porteurs de charge dii a la formation 
d'une barrière Schottky connue du document Dl, puisque le 
document D4 fait spécifiquement référence a l'aptitude de 
InP a former de telles barriéres, ainsi que le confirnie 
également l'introduction de la description du brevet 
attaqué (colonne 2, lignes 30 a 40). 

En ce qui concerne l'argument selon lequel l'homnie du 
métier n'aurait eu aucune raison de supprimer la couche 
de GaIn.A5P prévue dans la structure de la source laser du 
document D2 entre la couche métallique de recouvrement et 
la couche supérieure de confinement en InP pour parvenir 
a la structure revendiquée, puisqu'elle forme déjà une 
jonction Schottky, ii convient de noter d'une part que 
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cette couche Ctant rCalisCe en matCriau dope n, elle est 
polarisee en sens direct lore du fonctionnement normal de 
la source laser et reste donc inefficace pour rCaliser un 
confinement de l'injection des porteurs de charge. 
D'autre part, cet argument no prend pea en compte la dC-

termination objective de l'Ctat de la technique le plus 

proche telle qu'acceptee par lea IntimCs eux-mêmes, gui 
conduit a considCrer la source dCcrite dana le document 
Dl comme point de depart de l'invention, et non celle du 
document D2. 

La méme remarque s'applique a la presentation faite lors 
de la procedure orale de l'approche non conventionnelle 

suivie effectivement par lee inventeurs pour aboutir a 
l'invention par contraste avec la philosophie de re-

cherche suivie habituellement dana cc domain.. Cet argu-

ment ne s'appuie pas non plus sur le point de depart des 

considerations de l'homme du métier et cur le problème 
technique tels que dCterminCs objectivement a partir de 
la comparaison de l'état de la technique mis a jour et la 
solution revendiquee. 

La fait que le document Dl n'ait apparenunent pas fait 

l'objet d'autres publications et la constatation que 

l'article publiC ultCrieurem.nt par son auteur (docu-

ment D6) ne fait aucune reference a la structure de la 
source dCcrite dans le document Dl mais souligne l'inté-

ret de structures presentant une couche intermediaire 

isolante de S102, ne permettent pas d'ignorer ce document 

comme Clement de l'Ctat de la technique, d'autant plus 

que le document DO dCcrit une source laser quasiment 

identique par sa structure, cc gui en confirm. l'interêt. 
L'absence de toute réfCrence a une telle structure dans 
l'article publiC ultérieurement par l'auteur du document 

Dl peut d'autre part s'expliguer par le fait que cet 
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article concerne spécifiquement le comportement de 
sources lasers fonctionnant a puissance élevde, c'est-à-
dire dans des conditions gui risqueraient manifesteinent 

de conduire au claquage des contacts Schottky de la 

source du document Dl et dans lesquel].es les solutions a 
couche d'isolement de Si02 sont donc préférables. 

Enf in, l'argument tire par les Intirnés de l'existence 
d'un besoin longtemps ressenti a titre d'indice d'acti-
vité inventive se heurte a la constatation que les .pre-
mières applications pratiques des lasers du type 

GaInAsP/InP sont apparues en 1978, selon les indications 
des Intimés, la premiere demonstration de la capacité de 
ces lasers a fonctionner de façon continue et a tempera-
ture ambiante n'ayant elle-même été faite qu'en 1976 (do-
cument D2, premiere phrase en relation avec la référence 

bibliographique 1). Le brevet attaqué bénéficiant de la 
date de priorité du 31 juil].et 1980, la durée écoulée 
entre l'apparition effective du prétendu besoin (1978) et 
l'invention est trop breve pour établir a elle seule que 
l'objet du brevet implique l'activité inventive requise. 

De plus, les Intimés n'ont pas établi gue le besoin 

auquel ils se réfèrent ait présente une acuite significa-
tive ayant conduit a des recherches particulièreinent in-
tensives et infructueuses en vue d'améliorer le confine-

ment de l'injection des porteurs de charge dans les sour-
ces du type GaInAsP connues. En particulier, les docu-

ments D2 ou D3 ne font pas état de difficultés ou d'insu-

ffisances particulières des techniques de confinement an-
térieures mises en oeuvre dans les sources lasers qu'ils 
décrivent. 
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3.1.2.6 Pour ces raison., l'objet de la revendication 1 n'im-

plique pas d'activité inv.ntivs au sens d. l'Article 56 

de la CBE et, par consequent, 1e motif d'opposition visé 
a 1'Article 100 a) de la CBE s'oppose au maintien du 
brevet tel que dClivrC. 

3.1.2.7 Lee revendications de dispositif. dCpendantes 2 a 7 ne 
dCfinissent pas non plus d'objets impliquant une activité 

inventive cc qui vaut notamment pour la revendication 7, 
a laquelle la revendication indCpendante de procédC 8 
fait rCfCrence et selon laquelle la croissance épitaxiale 

de la couche superieure de confinement en InP doit être 

conduite de façon que le dopage de cette dernière soit de 
l'ordre de 1016  crn 3 . L'ajust.ment des niveaux de dopage 

des diffCrentes couches semi-conductrices de facon a 
obtenir un fonctionnement optimal de la source laser peut 

être obtenu au prix d'essais de routine a la portée de 
l'homme du mCtier, d'autant plus que le niveau de concen-

tration retenue ne présente pas de caractère surprenant 

en soi. Les IntimCs n'ont eux-mémes pas prCsente d'argu-

ment en faveur de la non-evidence de cc niveau de concen-
tration. 

3.1.2.8 L'objet de la revendication inddpendante de procCde 8, 

ainsi que celui de la revendication 9 qui en depend sont 

Cgalement dCpourvus d'activitC inventive, puisque les 

caractCristiques de procCdC explicitement énoncCes a l.a 

revendication 8 sont soit connues du document Dl (Dl', 

page 4, dernier paragraphe a page 5, premier paragraphe : 
dCpât successif de couches semiconductrices par épitaxie 

en phase liquide, dCcapage chimique sClectif des parties 

latérai.es pour former un mesa, recouvrement par une 

couche métallique), soit évidentes pour lee raisons mdi-

quées ci-dessus en liaison avec la caractCristique dis-

tinctive b) de l'objet de l.a revendication 1 (dépôt d'urt 
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contact métallique allié sur ].a partie supérieure du 
mesa) et des solutions de SO4H2 et H202 sont largement 
utilisées comme moyens de décapage chimique. Les Intimés 
n'ont d'ailleurs pas défendu ces revendications. 

3.2 Par consequent, la requête principale des Intimés visant au 
maintien du brevet tel que délivré doit être rejetée. 

4. 	Requête auxiliaire des Intimés. 

4.1 Mise a part sa presentation en deux parties, la revendica-
tion indépendante 1 selon la requéte auxiliaire des Intimés 
se distingue sur le fond de la revendication indépendante 1 
selon leur requête principale essentiellement par l'adjonc-
tion de la caractéristique supplémentaire selon laquelle la 
couche inétallique alliée entre le quatrième matériau semi-
conducteur et la couche métallique de recouvrement est en 
Au-Zn. 

4.2 Dans la mesure oü cet alliage particulier est connu de 
l'honune du métier pour la réalisation de contacts ohiniques 
avec des semiconducteurs de type p tels que celui de la 
quatrième couche invoquée dans la revendication (cf. par 
exemple D3, page 578, colonne de gauche, lignes 19 a 21) 
sa selection pour la réalisation du contact ohmique au 
niveau du ruban dans la source laser revendiquée, dont les 
autres caractéristiques ne sont pas inventives pour les 
raisons indiquées ci-dessus en liaison avec l'examen de la 
revendication 1 selon la requête principale des Intilnés, ne 
confère a cette source le caractère inventif requis au 
titre de l'Article 56 de la CBE. 

Les Intimés n'ont d'ailleurs pas présenté d'argument en fa-
veur de la non-evidence du choix de l'alliage particulier 
Au-Zn défini dans la revendication 1. 
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4.3 Dans ces conditions, l'objet do la revendication 1 du jeu 
de revendications auxiliaire n'est pas brevetable (ar-
ticle 52 de la CBE) et 1e motif d'oppoaitiofl visé a 
l'article 100 a) de la CBE s'oppose par consequent au 

maintien d'un brevet sous la form* modifiée telle que 
proposCe par los IntimEs. Pour cette raison, la requête 
auxiliaire des IntimCs doit Cgalemsnt 4tre rejetee. 

Dispositif 

Par ces motifs, ii est statue coame suit : 

La decision attaqi.iée est annulCe. 

Le brevet est revoque. 

Le Greffier 	Le Président 

F. Klein 	K. Lederer 

V 
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